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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a single-crystal film
of AIN material, comprising the transfer of a single-crystal seed layer of SiC-6H onto
a support substrate of silicon material, followed by the epitaxial growth of the sin-
gle-crystal film of AIN material.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une couche monocristalline de matériau AIN
comprenant le transfert d'une couche germe monocristalline de matériau SiC-6H sur
un substrat support de matériau silicium suivi d'une croissance par épitaxie de la
couche monocristalline de matériau AIN.
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